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論文は Si および CdTe を材料にした放射線検出器の特性評価に関するものであり， Si 検出器では放
射線照射による劣化とその性能回復の様子を調べ， CdTe については室温用放射線検出器および




第 2 章では， Au-Si 表面障壁型放射線検出器の動作原理と製作法について述べ，荷電粒子のエネル
ギーと出力ノマルス波高との比例関係を利用して，検出器の空乏層の厚さを求めることができることを
提案しているO




第 4 章では，ブリッジマン法とトラベリングヒータ法 (THM) によるバルク CdTe 結晶，減圧MOC
VD 法によるCdTe/GaAs ヘテロエピタキシャル膜および~CdTe /CdTe ホモエピタキシャル膜の成長
について述べ， ジメチノレCdとジメチノレTe 用いて，バルク CdTe 結晶と同程度の良質の薄膜を得ている。




第 5 章では， CdTe の CdHgTe 赤外線検出器への応用の観点から，フォトルミネッセンス法によって
CdTe バルクと薄膜の光学的性質を調べている。これまで， CdTe 結晶膜中および~CdHgTe と成長基板
との間で、のHg の挙動については未知の問題が多かったが， Hg 熱処理の実験により Hg がCdTe 中の不
純物をゲッターすること，および Cd の空孔を置換することなどが分かり， Hg による熱処理の効果を
明らかにしている。
第 6 章総括では，第 2 章から第 5 章まで得られた研究成果をまとめている。
論文審査の結果の要旨
Au-Si 放射線検出器の放射線照射による劣化は使用上重要な問題であり， CdTe は室温で作動可能







3) ブリッジマン法とトラベリングヒータ法 (THM) によるバルク CdTe 結晶と有機金属化学気相
成長 (MOC VD) 法によるCdTe 薄膜の成長を行い高品質の結晶成長条件を示し， THM-CdTe 
結品による室温用放射線検出器の実現の可能性を示しているO
4) CdTe に類似の物質で高性能赤外線検出用材料として知られているのが CdHgTe (CMわであ
るO この赤外線検出器を製作する際，その成分であるHg の振舞が問題であることが指摘されて
いる。これまで、CdTe 結晶中および CMT と成長基板との間で、のHg の挙動について未知の部分が
多かった。 CdTe のHg 浴熱処理の実験によってHg 原子拡散の役割とそれがCdTe 結晶の品質に対
して与える効果を明確にしている。
以上のように本論文は半導体工学および電気材料工学の分野に貢献するところが大きい。よって本
論文は博士論文として価値あるものとみとめる。
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